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(54) Zpusob vyroby interferengnich monochromatickych filtrd

kedeni se tykd zplsobu vyroby interfe-
rendnich monochromatickych f£iltrd, obsahu-
jicich separadni dielektrické vrstvy o op-
tické tloud¥ce A/2 nebo jejim né&sobku
v soustavé )/4 vrstev. Napafovdni jednot-
livych vrstev optické tloustky A/4 se pro-
v4df na jeden krystal a napafovdn{ \/2 vrs-
tev nebo jejich nésobkil se provdd{ jinym
krystalem, ktery je uloZen p¥edem v krys-
talové mé¥icf hlavé@, nadef je nastaven do
pracovni polohy. Po provedeni operace se
pokraduje v napafovdni A/4 vrstev na pivod-
nim krystalu.
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Vyndlez se tykd zplsobu vyroby interferendnfch monochromatickych filtrd obsahujicich
separa&n{ vrstvy o optické& tlous¥ce A/2 nebo jejim ndsobku v soustav€ A/4 vrstev,

Pro vymezenf zké spektrdlnf oblasti prochdzejiciho zifeni{ se s vyhodou pouZivajfl inter-
feren&nf{ tenkovrstvé systémy klasické konstruk&nf stavby s dielektrickou mezivrstvou optické
tloustky A/Z nebo jejfmi nésobky, kde Aznaéi vlnovou:délku maxima propustnosti filtru. Rov-
n&% mohou byt opat¥eny n&kolika takovymi A/2 vrstvami nachdzejfcimi se uvniti soustavy z pods-
tatn& vdt¥fho po&tu vrstev o optické tloudfce A/4. Poloha maxima propustnosti ve spektru to-
hoto optického prvku je nejvice ovliivndna skutedn& dosa¥enymi optickymi tlouZtkami A/2 vrstev
nebo jejich h4sobky.

Nejdasté&ji pouZivand techbologie p¥ipravy tenkych vrstev vakuovym napa¥ovdnim vyuZiv{
dvé metody pro urdovdn{ tloudfky vrstev b&hem napafovacfho procesu. Jde o fotometrickou kon-
trolu propustnosti nebo odrazivosti zkufebnfho skia v jedné nebo vice vlinovych délkdch, sou-
%asng vrstveného s optickymi podloZkami nebo nep¥imou kontrolou tloustky vrstev pomoc{ kmi-
tajfctho k¥emenného krystalu. Prvn{ zplsob kontroly optické tloudtky vrstev neumoZfiuje vzhle-
dem k nevyraznému extrému propustnosti nebo odrazivosti dosdhnout p¥esnosti polohy poZadova-

ného maxima propustnosti ve spektru lepffho ne¥ % 2 %.

Druhy zplsob vrstev pomocf kmitajfcfho k¥emenného krystalu rovn&% vzhledem k nelinedr-
nimu charakteru 24vislosti optické tlouk¥ky vrstvy na zm&n& frekvence kmitajfcfho krystalu
i rozdfldm v chovdnf rdznych krystall neumoZfiuje ziskat reprodukovatelnost polohy maxima pro-

pustnosti ve spektru v&t&fm ne¥

1 % pro viditelnou ¥4st.spektra. Tato nep¥esnost navic
vzriistd s rostoucim podtem vrstev v poulité sestavé a jejich optickou tlouXikou, takZfe ji%

pro oblast nad 1 Pm dosahuje nep¥esnost hodnoty nad t 2 s,

vznikl tedy poZadavek zv¢Xit vyt&Znost vyroby pfesné& definovangch monochromatickych £il-
trt zp¥esn&nfm napa¥ovacfho procesu. Tento kol fe¥f pF¥edm&t vyndlezu, kterym je zplsob vy-
roby interferenénfch monochromatickych filtrd obsahujfc{ch separadni dielektrické vrstvy
o optické tloustce A/2 nebo jejim ndsobku v soustavé A/4 vrstev,

Podstata vynilezu spodivd v tom, %e napafovdn{ jednotlivych vrstev optické tlouf¥ky
A/4 se provddl na jeden krystal a napafovédni ﬁ/2 vrstev nebo jeich ndsobkl se provddi jinym
krystalem, ktery se uloZi p¥edem v krystalové mé&¥icf{ hlavé a nastavi{ do pracovni polohy. Po
proveden{ této operace se pokraduje v napafovdni A/4 vrstev na plvodnim krystalu.

Hlavn{ vyhoda FeSenf podle vyndlezu spodfivd v tom, %e nelinedrnf{ charakter z4dvislosti
mezi napafenou optickou tloug¥kou a zménou frekvence krystalu je elimovdn napafovdnim A/2
nebo jejich n&sobkd na jiny krystal, ne% zbyvajfcf vrstvy. Tim jsou zarudena, bez korekci

na linearitu pfesnost polohy, maxima propustnosti ve spektru i v blizké infradervené oblasti.

Postup vyroby interferendnich monochromatickych filtrd podle vyndlezu je ndsledujici.
Do vakuové aparatury se vlo%f podloZ¥ky, na které se mid nandZet poZadovand sestava vrstev a
soudasné se do krystalové m&fic{f hlavy vlo¥%{ dva nebo vice k¥emennych krystald, Po vy¥erpi-
n{ vakuového prostoru na hodnotu tlaku men3¥{ neZ 2 x 107° mb se provdd{ napafovdni jednotli-
vych vrstev optické tloud¥ky )/4 na jeden krystal. P¥ed napa¥ovdnim A/z vrstev nebo jejich
ndsobkld se nastav{ do pracovnf polohy jiny krystal, na n&j% se nangi¥{ uvedeni ;VQ vrstva.,

Po jejf pf¥ipravé se op&t pokraduje v napafovéni A/4 vrstev na pdvodnfm krystalu.

Tento zplsob vyroby se vEdy opakuje p¥ed a p¥i napafenf p¥fslu¥njch A/2 vrstev nebo je-
jich ndsobkd. Po skon&enf vyroby se zkontroluje poZadovand hodnota vlinové dé€lky maxima pro-
pustnosti.

Uvedeny zplsob vrstvenfi je vhodny pro vSechny podloZky, u kterych je poZadovand velkd
pfesnost vytvo¥enych interferen&nfich vrstev.




3 254894

pkeEpMET vYNALEGZU

zplisob vyroby interferen&nfch monochromatickych filtrd, obsahujfcfch separafni dielekt-
rické vrstvy o optické tlou¥tce A/2 nebo jejich ndsobku v soustavé A/4, vyznadujfcl se tim,
Ze napafévéni jednotlivych-vrstev optické tloui¥ky )/4 se provdd{ na jeden krystal a napa-
Fovdnt A/Z vrstev nebo jejich ndsobkd se provdd{ jinym krystalem, uloZenym piedem v krysta-
lové m¥¥ic{ hlavd a posléze nastavenym do pracovni polohy a po provedeni této operace se po-
kra¥uje v napafovdni A/4 vrstev na pdvodnim krystalu.
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